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cl eaning a CVD deposition chanber in a sem con- 45 C ains ductor wafer
processing apparatus, a silane [err] re- ducing gas was flowed for 10
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Pr ocede de netto hanbr e d de 3. The nethod according to
cl ai m 2 ofhesetheg, &g;g}g%{?"a‘ W&'ﬁ‘@ﬁ?‘d%'ﬁl i qﬁé"ﬂﬂf"’“&"’ét 6 nett oy6e dans un
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_an I'S| NGt silane, ammonia, h{) rogen, phosphine, dlbonne fluorés resté?@@aﬁ@ﬁ%héﬂnbkﬂ"cé?éétéﬂi }eurs
gaz reducifudisieen | ' absence d un plasma 3 UTpRsshTREH-8 pluSiedd @z @6cticteuld1@n
met hod according to one of the preceding labs6r2Baiuh PRsNENE U terhiltined él&BQbC
dans | a. cTrenmstieodattorditgaionahe ohiiher mécadiighe pr e smipride @ftre RH0R sxS0GCIRS Ia chamBr qui
est a uneclgmedeen tooppssusef dhet chemidr Bl30et k83 Bepeessiinaompride antrefor0d8et11333 3t 0
26. 66 mhamaiftaingdet fRa 1788710 76.66mivan(1tp2QM0E@ a 1 OONURLAG 2 (98 kid pandantaumsing dix stosn-
- secon- duddingihe leducing grsceaTiengi8_ react i on st epsies. de fagon a réagir aygedesdiggerésiciy thiaroa
reagir avec | esdits reS| dus fI uores Jpour foﬁﬁ@ﬁ°“@i@’§%ﬁ%‘ﬁﬁ@s’é‘ﬂ@"%ﬂ‘@ﬁ
gazeux % h°dT"'ﬁ’ °ﬁ % o _one Bt he precedi ng sol i des.

cl ai s %’F‘?WH”? 8‘&? gﬁc asse the rate
of from\i\@@ Lilasiofonds °'P qug Plocede se? ﬁ%’ Y l°:<;'f};]vengf %"& ﬁ'g"sc?a‘hya&
| equel d afliat Gath {oeong%;gggqgc_g&%ne & e 3 according to
one of T NguRk GR&SH Y el ciHg g8 is rein the pediCisiGeBR rdvindphtlod 7 6u 2, dans-lequel
Proced6 selon I'a revendication 1 ou 2, dans &R ghbEkauéBur est ch&éi bidns ®foupe com-
_ reduct eur est choisi dane |e groupe com pr qrsagt lelsfing itdniitiac, ihydidH8As) isAshos-
Mdr ratAmnsgrichphos- Pat ent anspri che phine, la diborine et l'arsine.

ne, la diborine et |"arsine. 1. Verfahren zur Reinigung einer
CVD KartneYerfalterezui RpinigungleinePg\dSakames diedn | ' dn dPradéds selew Bunel dasaevendicatiqns préesden -
ei nem f | ueirantiuernalisen Phamaigerelighwordan igh sonc den 19ssdans leqyel lsgfession dedashandugest maiyu el
| a pressi % FiyericietandainBer Eapser veraipiben. daB Fl udenue & |daq VRleHrCComprisg @ntrels33% £t 26,66
ver bl ei begpkennzeighpghgiicha yne val our conprise dWepEd! 4203k popdapif'éigep de réaction du
gekennzei ey on oder mehreren reduzierenden gaz réd ucteHrbar s (1 A 20 Torr)

- pendant | %E’%eé‘er pe?;"{L,%{v‘o?.'“" ﬁﬁﬁg%‘i “g"s glﬁg%ésegr,m b SRRl Sk o
I -
Tenper at u :;:\63%3 IK m Bﬁé |ﬁdﬂzﬁi{r3% 30 5 : e tre B@etgp‘ cm"/chnam

revendi Ca\;ohmesgn?féﬁ Qékundéﬁtuﬁurmn%ﬁ‘ﬁmr 013 b' s 133,3
tes, dansrabi@@htRh zJ Bagibeeh, di H@Wmn&wer se Ims&mbn Rins dJsQa/Jwaﬁ&s §.B&hande
Kamrer OCbeéte BéaRMRAspiiuiid Abdenbr € & Un debi t  aegeht Bquené §:2 réidsuebst RGRANE B/ M.
von m ndestens zehn Sekunden, um mit don Fluor- rCckstanden zu reagieren,
um gas f2onverigeerugacha® ArespructB, béPUmdieiEmpeJ on | " une des revendi cations preceden-
f est e Realetur esisoWdiedtt e zu bi | den. 35 tes, dans lequel le gaz
" r6ducteur est le silane. 2. Verfahren genaB Anspruch 1, bei dem di e Tenpe-
ratur GpeYerlgwengema@ fnspruch 1 gy 4, aﬂr"@nd B Anspruch 1 oder 2, bei dem das 40
zi ere’r‘i&@‘eﬁ%" Gagaugidar Cryp gﬁ‘éshend aus Silan, Anmoniak, Vasserstoff,
Sphl n, W%'aﬁ%fsﬁ@?ﬁ nP \R/QH’f“t wird. 4. Verfahren gem&B ei nem der
vorhergeh LE 2usaewal M9 o he, be| dem der Druck der Kammer wah- rend des
Schrittq.sr ASLnRe AP i d6S adr e itk BRI N Gases auf 1,333 bis 26,66 nmbar (1
bis 20 TogdshradhENl diadohulk der Ra fahren genmaB ei nem der vorhergehenden
Anspr Ccheggp, @essg,ﬁmg@%egkgg,t&,g%@gm d@s mt einer Geschw ndigkeit von 100
- bis 500 sg&83 bil 1338 bK2B66 MBsr (@Blseot®iy Wird. 55 6. Verfahren gema. B einem
der vor heggaeearen AnsprCche, bei dem es sich bei demreduzi erenden Gas um
Silan handelt. 4 50
5. Verfahren geméB einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei dem das reduzierende Gas mit einer
Geschwindigkeit von 100 bis 500 sccm in die Kam-
mer geleitet wird.

6. Verfahren gemaB einem der vorhergehenden
Anspriiche, bei dem es sich bei dem reduzierenden
Gas um Silan handelt.
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